
带 ESD 功能的耗尽型 MOSFET 与

普通耗尽型 MOSFET 保护功能的比较

智能变送器作为传感器系统中的重要组成部分，在恶劣环境中，除了一般浪

涌或瞬态干扰外，静电干扰也是勿容忽视的造成系统损坏的因素。由于 MOSFET

属于静电放电敏感度低的元器件，较容易被静电击穿而损坏，在操作时稍有不当，

该 MOSFET由于静电损坏失效直接影响稳定供电的功能，在 AD421的使用中 ADI

公司特别提出 DN25N 使用中极易失效，需谨慎操作，做好严格静电防护，所以

自身带静电保护功能的耗尽型 MOSFET在电路中特别重要。

AD421应用手册上推荐的 DN3545、DN2540、DN3525等 DN25D系列，不带

ESD 保护功能，而 ARK（方舟微）系列产品 DMX1072（DMS1072）/DMS4022E

（DMX4022E）均带 ESD保护功能。其 ESD 保护测试采用通用的美国电子工业协

会 JEDEC EIA/JESD22-A114（HBM）标准，人体放电模式的 ESDVESD（G-S） 分别

达到 1700/3500 V，可以对各种环境下的静电干扰起到很好防护作用，大大增加

了系统的安全性和稳定性。分别从以下几方面就 ESD保护进行分析比较：

1. 产品设计比较

从 DN2540产品和 DMS4022E产品的规格书上可知，两款产品的结构如图 1

所示：

图 1 产品结构示意图

从各自的结构示意图上可以明显看出，在 DMS4022E 的栅-源两端并联有双

向 ESD保护二极管，而 DN2540的栅-源结构上没有 ESD 保护设计。



2. 实际 ESD(HBM)测试结果比较

为进一步验证国产器件 DMS4022E和进口器件 DN2540的 ESD 功能，分别各

抽样 20 颗，采用美国电子工业协会关于防静电干扰的测试标准： JEDEC
EIA/JESD22-A114，采用 HBM 模型进行测试，测试电路原理图如图 2：

图 2 ESD（HBM）测试原理图

测试结果如表 1：

表 1 DMS4022E、DN2540人体模型下 ESD失效数据

在具体实验中，由于模拟的静电高压设备最低电压为 200V，DN2540在 200V
模拟静电下，20颗均失效，说明完全没有静电保护功能，在操作中稍有不慎，

器件本身失效，对系统的稳定供电和抗瞬态干扰的目的均不能实现。而DMS4022E
在 G TO S（+）初始电压：200V 步长：100V条件下，3600V 失效，G TO S（-）
初始电压：200V 步长：100V 条件下，3500V失效。按照美国电子工业协会 JEDEC
EIA/JESD22-A114（HBM）器件电压分类标准：2 级：2000V~3999V，3A级：

4000V~8000V，DMS4022E完全达到 2 级 ESD保护标准，接近 3A级 ESD 保护标准。

能够有效抑制静电干扰，全方位保护智能变送器的性能稳定和工作安全。

ESD模型:人体模型 测试标准：JEDEC EIA/JESD22-A114

测试条件
DN2540 DMS4022E

测试数量 最低失效电压 测试数量 最低失效电压

G TO S (+)

初始电压：200V 步长：100V
20颗 200V 20颗 3600V

G TO S (-)

初始电压：200V 步长：100V
20颗 200V 20颗 3500V


